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(57) Abstract

A method for thermal treatment
of at least one layer, preferably con-
sisting of compound semiconductors,
whereby hydrogen—passivated impurity
atoms in said layer are activated. Ac-
cording to the inventive method, a
layer is heated during a time period of
less than 120 seconds to a temperature
which is higher than the first tempera-
ture (T1) at which specific layer resis-
tance decreases, whereby at least one
layer is heated during the first time
period to a second temperature (T2)
which is higher than the first tempera-
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ture for up to 60 seconds. Charge carri-
ers are produced inside said layer dur-
ing the course of the inventive method
by means of electromagnetic radiation

R

during at least one third time period.
The method is particularly suitable of
use in the activation of Mg acceptors
in GaN.
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(57) Zusammenfassung ' '

Verfahren zur thermischen Behandlun,
Aktivierung von in der Schicht durch Wasse
einer Schicht auf eine Temperatur hoher als eine erste Temperatur, bei der der spezifische
Zeitintervall kleiner als 120 sec, wobei innerhalb des ersten Zeitintervalls wenigstens eine
als die erste Temperatur filr ein zweites Zeitintervall von bis za 60 sec erwirmt wird. Ferner
einem dritten Zeitintervall durch elektromagnetische Strahlung innerhalb der Schicht Lad

serstoff passivierten Fremdatomen. Das Verfahren umfaft

g von wenigstens einer Schicht, vorzugsweise bestehend aus Verbindungshalbleitern, zur
das Brwiirmen von wenigstens
Schichtwiderstand abnimmt (T1) fir ein erstes
Schicht auf eine zweite Temperatur (T2) hoher
werden wihrend des Verfahrens in wenigstens
ungstréiger erzeugt. Das Verfahren ist besonders

geeignet zur Aktivierung von Mg-Akzeptoren in GaN.
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